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(54)【発明の名称】 液晶表示装置用アレー基板及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  既存より保存静電容量を減少することなく、
開口率を向上させることができる高画質、高精度液晶表
示装置用アレー基板を提供する。
【解決手段】  液晶表示装置用アレー基板では、基板
と；基板上部に第１方向に形成されたゲート配線と；ゲ
ート配線と平行に一定間隔離隔されて形成され、ゲート
配線と同一物質からなる共通配線と；ゲート配線及び共
通配線上に形成されたゲート絶縁膜と；ゲート絶縁膜上
に形成された半導体層と；半導体層とオーバーラップさ
れて形成されたドレイン電極を含むと共に透明導電性物
質からなる画素電極と；ドレイン電極と離隔されて形成
されて透明導電性物質からなるソース電極と；ソース電
極を露出させる第１コンタクトホールと画素電極を露出
させる開口部とを有して画素電極及びソース電極上に形
成された保護層と；第１コンタクトホールを通してソー
ス電極と連結され、ゲート配線と交差する第２方向に形
成されたデータ配線を含む液晶表示装置用アレー基板を
提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と；前記基板上の第１の方向に形成
されたゲート配線と；前記ゲート配線と平行に一定間隔
をおいて離隔されて配置され、前記ゲート配線と同一物
質で形成された共通配線と；前記ゲート配線及び共通配
線上に形成されたゲート絶縁膜と；前記ゲート絶縁膜上
に形成された半導体層と；前記半導体層とオーバーラッ
プして配置されたドレイン電極を含むと共に透明導電性
物質で形成された画素電極と；前記ドレイン電極と離隔
されて配置されると共に透明導電性物質で形成されたソ
ース電極と；前記ソース電極を露出させる第１コンタク
トホールと前記画素電極を露出させる開口部とを有して
前記画素電極及びソース電極上に形成された保護層と；
前記第１コンタクトホールを通して前記ソース電極と接
続され、前記ゲート配線と交差する第２の方向に形成さ
れたデータ配線とを含むことを特徴とする液晶表示装置
用アレー基板。
【請求項２】  前記半導体層は、非晶質シリコンでなさ
れたアクティブ層と、不純物非晶質シリコンでなされた
オーミックコンタクト層と、チタン(Ｔｉ)、クロム(Ｃ
ｒ)のうちのいずれか一つの金属層が順序に従って積層
された構造を有し、前記ソース電極とドレイン電極との
間の区間には前記アクティブ層が露出されていることを
特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用アレー基
板。
【請求項３】  前記ゲート配線の端に前記データ配線と
同一物質で形成されると共に前記ゲート配線と一定間隔
オーバーラップして配置されて前記ゲート絶縁膜及び保
護層に形成された第２コンタクトホールを通してゲート
配線と接続されるゲートリンクと、前記画素電極と同一
物質からなり前記保護層に形成された第３コンタクトホ
ールを通して前記ゲートリンクと接続されるゲートパッ
ドをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示装置用アレー基板。
【請求項４】  前記ゲートリンクは、前記ゲートパッド
より広い幅を有することを特徴とする請求項３に記載の
液晶表示装置用アレー基板。
【請求項５】  前記データ配線の端部に位置して前記画
素電極と同一物質で形成されて前記データ配線と一定間
隔オーバーラップして配置されると共に第４コンタクト
ホールを通して前記データ配線と接続されるデータパッ
ドをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示装置用アレー基板。
【請求項６】  前記オーバーラップされるデータ配線
は、データパッドより大きな幅を有することを特徴とす
る請求項５に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項７】  前記画素電極は、前記ゲート配線とオー
バーラップして配置されることを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項８】  前記第１コンタクトホールは、前記デー
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タ配線下部に位置することを特徴とする請求項１に記載
の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項９】  前記透明導電性物質は、ＩＴＯであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用アレー
基板。
【請求項１０】  前記保護層は、アクリル樹脂であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用アレー
基板。
【請求項１１】  基板と；前記基板上に形成される共通
電極と；前記基板上の第１の方向に形成されたゲート配
線と；前記ゲート配線と、平行に一定間隔をおいて離隔
されて配置され、前記ゲート配線と同一物質で形成され
て、前記共通電極と接続される共通配線と；前記ゲート
配線及び共通配線上に形成されたゲート絶縁膜と；前記
ゲート絶縁膜上に形成された半導体層と；前記半導体層
上に前記半導体層とオーバーラップされて形成されると
共に透明導電性物質からなるドレイン電極を含む画素電
極と；前記ドレイン電極と離隔されて形成されると共に
透明導電性物質からなるソース電極と；前記ソース電極
を露出させる第１コンタクトホールと前記画素電極を露
出させる開口部とを有する保護層と；前記第１コンタク
トホールを通して前記ソース電極と接続され、前記ゲー
ト配線と交差する第２の方向に形成されたデータ配線と
を含むことを特徴とする液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１２】  前記半導体層は、非晶質シリコンから
なるアクティブ層と、不純物非晶質シリコンからなるオ
ーミックコンタクト層と、チタン(Ｔｉ)、クロム(Ｃｒ)
のうちのいずれか一つの金属層が順序に従って積層され
た構造を有し、前記ソース電極とドレイン電極との間の
区間で前記アクティブ層が露出されていることを特徴と
する請求項１１に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１３】  前記ゲート配線の端に前記データ配線
と同一物質で形成されると共に前記ゲート配線と一定間
隔オーバーラップして配置されて、前記ゲート絶縁膜及
び保護層に形成された第２コンタクトホールを通してゲ
ート配線と接続されるゲートリンクと、前記画素電極と
同一物質で形成されると共に前記保護層に形成された第
３コンタクトホールを通して前記ゲートリンクと接続さ
れるゲートパッドをさらに含むことを特徴とする請求項
１１に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１４】  前記ゲートリンクは、前記ゲートパッ
ドより広い幅を有することを特徴とする請求項１３に記
載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１５】  前記データ配線の端部に位置して前記
画素電極と同一物質で形成されると共に前記データ配線
と一定間隔オーバーラップして配置されて、第４コンタ
クトホールを通して前記データ配線と接続されるデータ
パッドをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載
の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１６】  前記オーバーラップされるデータ配線
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は、データパッドより大きな幅を有することを特徴とす
る請求項１５に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１７】  前記画素電極は、前記ゲート配線とオ
ーバーラップして配置されることを特徴とする請求項１
１に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１８】  前記第１コンタクトホールは、前記デ
ータ配線の下方に延在することを特徴とする請求項１１
に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１９】  前記透明導電性物質は、ＩＴＯである
ことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置用ア
レー基板。
【請求項２０】  前記保護層は、アクリル樹脂であるこ
とを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置用アレ
ー基板。
【請求項２１】  基板と；前記基板上の第１の方向に形
成されてストレージ電極を含むゲート配線と；前記ゲー
ト配線上に形成されたゲート絶縁膜と；前記ゲート絶縁
膜上に形成された半導体層と；前記ゲート配線とオーバ
ーラップして配置され、前記半導体層とオーバーラップ
して配置されたドレイン電極を含むと共に透明導電性物
質で形成された画素電極と；前記ドレイン電極と離隔さ
れて配置されて透明導電性物質で形成されたソース電極
と；前記ソース電極を露出させる第１コンタクトホール
と前記画素電極を露出させる開口部とを有する保護層
と；前記第１コンタクトホールを通して前記ソース電極
と接続され、前記ゲート配線と交差する第２の方向に形
成されたデータ配線とを含むことを特徴とする液晶表示
装置用アレー基板。
【請求項２２】  前記半導体層は、非晶質シリコンから
なるアクティブ層と、不純物非晶質シリコンからなるオ
ーミックコンタクト層と、チタン(Ｔｉ)、クロム(Ｃｒ)
のうちのいずれか一つの金属層が順序に従って積層され
た構造を有し、前記ソース電極とドレイン電極との間の
区間で前記アクティブ層が露出されていることを特徴と
する請求項２１に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２３】  前記ゲート配線の端に前記データ配線
と同一物質で形成されると共に前記ゲート配線と一定間
隔オーバーラップして配置されて、前記ゲート絶縁膜及
び保護層に形成された第２コンタクトホールを通してゲ
ート配線と接続されるゲートリンクと、前記画素電極と
同一物質からなり、前記保護層に形成された第３コンタ
クトホールを通して前記ゲートリンクと接続されるゲー
トパッドをさらに含むことを特徴とする請求項２１に記
載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２４】  前記ゲートリンクは、前記ゲートパッ
ドより広い幅を有することを特徴とする請求項２３に記
載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２５】  前記データ配線の端部に位置して前記
画素電極と同一物質で形成されると共に前記データ配線
と一定間隔オーバーラップして配置され、第４コンタク
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トホールを通して前記データ配線と接続されるデータパ
ッドをさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の
液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２６】  前記オーバーラップされるデータ配線
は、データパッドよりさらに大きな幅を有することを特
徴とする請求項２５に記載の液晶表示装置用アレー基
板。
【請求項２７】  前記画素電極は、前記ゲート配線とオ
ーバーラップして配置されることを特徴とする請求項２
１に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２８】  前記第１コンタクトホールは、前記デ
ータ配線の下方に延在することを特徴とする請求項２１
に記載の液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２９】  前記透明導電性物質は、ＩＴＯである
ことを特徴とする請求項２１に記載の液晶表示装置用ア
レー基板。
【請求項３０】  前記保護層は、アクリル樹脂であるこ
とを特徴とする請求項２１に記載の液晶表示装置用アレ
ー基板。
【請求項３１】  基板上にストレージ電極を含むゲート
配線と、前記ゲート配線と平行に前記ゲートラインから
一定間隔をおいて離隔された共通配線とを第１の方向に
形成する段階と；前記ゲート配線及び共通配線上にゲー
ト絶縁膜を形成する段階と；前記ゲート絶縁膜上に半導
体層を形成する段階と；前記半導体層とオーバーラップ
して配置され、ドレイン電極を含むと共に透明導電性物
質からなる画素電極と、前記ドレイン電極と離隔されて
配置されると共に透明導電性物質からなるソース電極を
形成する段階と；前記ソース電極を露出させる第１コン
タクトホールと前記画素電極を露出させる開口部とを有
する保護層を形成する段階と；前記第１コンタクトホー
ルを通して前記ソース電極と接続され、前記ゲート配線
と交差するデータ配線を第２の方向に形成する段階とを
含むことを特徴とする液晶表示装置用アレー基板の製造
方法。
【請求項３２】  前記半導体層を形成する段階は、非晶
質シリコンからなるアクティブ層と、不純物非晶質シリ
コンからなるオーミックコンタクト層と、チタン(Ｔ
ｉ)、クロム(Ｃｒ)のうちのいずれか一つの金属層を順
序に従って積層することによって形成され、前記ソース
電極とドレイン電極との間の区間で前記アクティブ層が
露出されるようにすることを特徴とする請求項３１に記
載の液晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３３】  前記ゲート配線の端に前記データ配線
と同一物質で形成され、前記ゲート配線と一定間隔オー
バーラップして配置されると共に前記ゲート絶縁膜及び
保護層に形成された第２コンタクトホールを通してゲー
ト配線と接続されるゲートリンクと、前記画素電極と同
一物質からなり、前記保護層に形成された第３コンタク
トホールを通して前記ゲートリンクと接続されるゲート
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パッドを形成する段階をさらに含むことを特徴とする請
求項３１に記載の液晶表示装置用アレー基板の製造方
法。
【請求項３４】  前記ゲートリンクは、前記ゲートパッ
ドより広い幅を有することを特徴とする請求項３３に記
載の液晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３５】  前記データ配線の端部に位置して前記
画素電極と同一物質で形成され、前記データ配線と一定
間隔オーバーラップして配置されると共に第４コンタク
トホールを通して前記データ配線と接続されるデータパ
ッドを形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求
項３１に記載の液晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３６】  前記オーバーラップして配置されるデ
ータ配線は、データパッドより大きな幅を有することを
特徴とする請求項３５に記載の液晶表示装置用アレー基
板の製造方法。
【請求項３７】  前記画素電極は、前記ゲート配線とオ
ーバーラップして配置されることを特徴とする請求項３
１に記載の液晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３８】  前記第１コンタクトホールは、前記デ
ータ配線の下方に延在することを特徴とする請求項３１
に記載の液晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３９】  前記透明導電性物質は、ＩＴＯである
ことを特徴とする請求項３１に記載の液晶表示装置用ア
レー基板の製造方法。
【請求項４０】  前記保護層は、アクリル樹脂であるこ
とを特徴とする請求項３１に記載の液晶表示装置用アレ
ー基板の製造方法。
【請求項４１】  基板上に共通電極を形成する段階と；
前記基板上にゲート配線と、前記ゲート配線と平行に一
定間隔をおいて離隔されて配置されると共に前記共通電
極に隣接して配置される共通配線とを第１方向に形成す
る段階と；前記ゲート配線及び共通配線上にゲート絶縁
膜を形成する段階と；前記ゲート絶縁膜上に半導体層を
形成する段階と；前記半導体層とオーバーラップして配
置されるドレイン電極を含むと共に透明導電性物質から
なる画素電極と、前記ドレイン電極と離隔されて配置さ
れると共に透明導電性物質からなるソース電極を形成す
る段階と；前記ソース電極を露出させる第１コンタクト
ホールと前記画素電極を露出させる開口部とを有する保
護層を形成する段階と；前記第１コンタクトホールを通
して前記ソース電極と接続され、前記ゲート配線と交差
する第２の方向に形成されたデータ配線を形成する段階
とを含むことを特徴とする液晶表示装置用アレー基板の
製造方法。
【請求項４２】  基板上の第１の方向に形成されると共
にストレージ電極を含むゲート配線を形成する段階と；
前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を形成する段階と；前
記ゲート絶縁膜上に半導体層を形成する段階と；前記半
導体層とオーバーラップして配置されるドレイン電極を
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含むと共に透明導電性物質からなる画素電極と、前記ド
レイン電極と離隔されて配置されると共に透明導電性物
質からなるソース電極とを形成する段階と；前記ソース
電極を露出させる第１コンタクトホールと前記画素電極
を露出させる開口部とを有する保護層を形成する段階
と；前記ゲート配線と交差する第２の方向に前記第１の
コンタクトホールを介して前記ソース電極と接続された
データ配線を形成する段階とを含むことを特徴とする液
晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に高保存容量と高開口率を有するアレー基板及び
その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的な液晶表示装置は、液晶分子の光
学的異方性と分極性質を利用する。液晶分子は構造が細
くて長いために分子の配列に方向性を持っており、人為
的に液晶に電界を印加して分子配列の方向を制御でき
る。
【０００３】したがって、前記液晶の分子配列方向を任
意に調節すると、液晶の分子配列が変わるようになっ
て、光学的異方性によってこの液晶の分子配列方向に光
が屈折して画像情報を表現できる。
【０００４】現在には薄膜トランジスタ(Ｔhｉｎ  Ｆｉ
ｌｍ  Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；ＴＦＴ)と画素電極が相
互連結されて行列方式で配列された能動行列液晶表示装
置(Ａｃｔｉｖｅ  Ｍａｔｒｉｘ  ＬＣＤ：ＡＭ－ＬＣ
Ｄ)が解像度及び動映像具現能力が優秀で最も注目され
ている。
【０００５】このような液晶表示装置を構成する基本的
な部品である液晶パネルの構造を説明すると次のどおり
である。
【０００６】図１は、従来の液晶表示装置用液晶パネル
を部分的に示した概略的な断面図である。
【０００７】図示したように、液晶パネル２０は、相互
対向して一定間隔をおいて離隔されたカラーフィルタ基
板である上部基板２及びアレー基板である下部基板１
と、この上部及び下部基板２、１間に充填された液晶層
１０で構成される。
【０００８】この上部基板２下部には液晶配列を制御で
きない部分の光を遮断するブラックマトリックス９と、
色彩表現及び光を選択透過させるカラーフィルタ８が相
互一定間隔オーバーラップされて形成されていて、その
下部には液晶層１０に電圧を印加する片側電極である共
通電極１２が形成されている。
【０００９】前記下部基板１上部には光を透過させる領
域で液晶層１０に電圧を印加する他の片側電極である画
素電極１４が形成されていて、この画素電極１４と連結
されて、この画素電極１４に電圧を掛けたり遮断するス
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7
イッチの役割をする薄膜トランジスタＴが形成されてい
て、前記画素電極１４が形成された画素部内には１フレ
ーム(ｆｒａｍｅ)周期で液晶層１０に印加された電圧を
一定に維持する保存蓄電器(Ｃ

ＳＴ
；ｓｔｏｒａｇｅ  

ｃａｐａｃｉｔｏｒ)が構成されている。
【００１０】前記保存蓄電器Ｃ

ＳＴ
は、前段ゲート(ｐ

ｒｅｖｉｏｕｓ  ｇａｔｅ)方式と、共通(ｃｏｍｍｏ
ｎ)方式に分けることができる。
【００１１】前段ゲート方式は、画素電極と前段のゲー
ト配線を一定間隔オーバーラップさせて、その間の蓄電
器を保存蓄電器で用いる方式であって、共通方式は画素
領域内に別途のキャパシタ電極を形成して、このキャパ
シタ電極と画素電極間の蓄電器を保存蓄電器で用いる方
式である。
【００１２】前記共通方式のキャパシタ電極は、上部基
板の共通電極と連結して駆動する。
【００１３】この際、開口率と収率の面では前段ゲート
方式が良いし、画質の面では共通方式が優秀である。
【００１４】しかし、最近では、高精度、高画質液晶表
示装置の開発に関心が集中しており、前段ゲート方式と
共通方式を複合的に採用する方式の保存蓄電器に対する
研究が活発になされている。
【００１５】図２は、共通方式の保存蓄積容量を有する
従来の液晶表示装置用アレー基板を部分的に示した概略
的な平面図である。
【００１６】図示したように、ゲート電極２２を含むゲ
ート配線２６が横方向に形成されていて、このゲート配
線２６と平行な方向に一定間隔をおいて離隔されている
共通方式の共通配線２４が形成されていて、前記ゲート
電極２２を覆う領域に半導体層３０が形成されていて、
前記半導体層３０と一定面積オーバーラップされると共
に、相互に離隔されてソース及びドレイン電極３２、３
４が形成されていて、前記ソース電極３２と連結されて
前記ゲート配線２６及び共通配線２４と交差するデータ
配線３６が縦方向に形成されている。
【００１７】前記ゲート配線２６及びデータ配線３６が
交差する領域内で定義される画素領域には画素電極４６
が形成されていて、前記画素領域内には前記共通配線２
４とオーバーラップされる位置に一定面積を有し、前記
データ配線３６と同一物質で構成されたストレージ電極
３８が形成されている。
【００１８】前記ゲート電極２２、半導体層３０、ソー
ス電極３２及びドレイン電極３４を合わせて薄膜トラン
ジスタＴと呼ぶ。
【００１９】前記ドレイン電極３４と画素電極４６は、
第１コンタクトホール４２によって連結されて、画素電
極４６とストレージ電極３８は第２コンタクトホール４
４によって連結される。
【００２０】図面に提示しなかったが、前記共通配線２
４とストレージ電極３８間にはゲート絶縁膜が介在され
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て、前記ストレージ電極３８と画素電極４６間には前記
薄膜トランジスタＴの電気的特性を保護する役割をする
と共に、上述した第１コンタクトホール４２及び第２コ
ンタクトホール４４を有する保護層が位置する。
【００２１】以下、前記共通配線２４、ストレージ電極
３８と画素電極４６間に形成される保存蓄電器に対して
さらに詳細に説明する。
【００２２】前記蓄電器は、次のような式により与えら
れる。
Ｃ＝ε(Ａ/ｄ)
(Ｃ(ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ)：静電容量、ε：絶縁体
の誘電率、Ａ：電極の面積、ｄ：電極体間の距離)
ゲート絶縁膜が保護層より薄いので、共通配線２４とス
トレージ電極３８間の静電容量が共通配線２４と画素電
極４６間の静電容量より大きい。したがって、前記スト
レージ電極３８の追加によって保存静電容量は増加す
る。
【００２３】しかし、前記共通配線２４とストレージ電
極３８は、不透明金属物質であるデータ配線３６の物質
で形成されるために、前記ストレージ電極３８の追加は
開口率を落とすという問題がある。
【００２４】以下、前記液晶表示装置用アレー基板の製
造工程を説明する。図３ないし１２は、前記図２の従来
の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的
な平面図及び断面図である。前記製造工程では蒸着(ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)、フォトリソグラフィ(ｐhｏｔｏ
ｌｉｔhｏｇｒａｐhｙ)、エッチング(ｅｔｃhｉｎｇ)工
程が何度も繰り返される。
【００２５】図３は、従来の液晶表示装置用アレー基板
の製造工程を示した概略的な平面図であって、図４は従
来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略
的な断面図であるが、ゲート電極２２を含むゲート配線
２６を横方向に、前記ゲート配線２６と平行な方向に一
定間隔をおいて離隔して共通配線２４を形成する段階で
ある。
【００２６】前記ゲート配線２６及び共通配線２４をな
す物質は、アルミニウムを含む二重金属層が主に利用さ
れる。
【００２７】図５は、従来の液晶表示装置用アレー基板
の製造工程を示した概略的な平面図であって、図６は従
来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略
的な断面図であるが、前記ゲート配線２６及び共通配線
２４が形成された基板上に、ゲート絶縁膜２８を基板全
面にかけて形成した後、前記ゲート電極２２と対応する
前記ゲート絶縁膜２８上の位置に非晶質シリコン(ａ－
Ｓｉ)でなされたアクティブ層３０ａと、不純物を添加
した非晶質シリコン(ｎ＋  ａ－Ｓｉ)で形成されたオー
ミックコンタクト層(ｏhｍｉｃ  ｃｏｎｔａｃｔ  ｌａ
ｙｅｒ)３０ｂとで構成された半導体層３０を形成する
段階である。
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【００２８】前記オーミックコンタクト層３０ｂは、そ
の下部層をなすアクティブ層３０ａと後続工程で形成さ
れる金属層との間の接触抵抗を低める役割をするもので
あって、イオンドーピング(ｉｏｎｄｏｐｉｎｇ)工程を
経て非晶質シリコンの電子移動度を高めた物質である。
【００２９】図７は、従来の液晶表示装置用アレー基板
の製造工程を示した概略的な平面図であって、図８は従
来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略
的な断面図であるが、前記半導体層３０が形成された基
板上に、前記ゲート配線２６及び共通配線２４と交差す
る縦方向に、ソース電極３２を含むデータ配線３６と、
前記ソース電極３２と離隔されるドレイン電極３４と、
前記共通配線２４と一定面積オーバーラップされ、前記
画素領域内に位置するストレージ電極３８を形成する段
階である。
【００３０】前記データ配線３６及びドレイン電極３４
とストレージ電極３８には、モリブデン(Ｍｏ)のような
化学的耐蝕性が強い金属が主に利用される。
【００３１】前記ソース電極３２とドレイン電極３４と
を形成する段階では、前記ソース電極３２とドレイン電
極３４との間の区間のオーミックコンタクト層３０ｂを
除去して、前記アクティブ層３０ａを露出させてチャネ
ルｃｈを形成する工程が含まれる。
【００３２】図９は、従来の液晶表示装置用アレー基板
の製造工程を示した概略的な平面図であって、図１０は
従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した概
略的な断面図であるが、前記データ配線３６及びストレ
ージ電極３８が形成された基板上の前記ドレイン電極３
４及びストレージ電極３８と対応する位置に各々形成さ
れた第１コンタクトホール４２及び第２コンタクトホー
ル４４を含む保護層４０を形成する段階である。
【００３３】図１１は、従来の液晶表示装置用アレー基
板の製造工程を示した概略的な平面図であって、図１２
は従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した
概略的な断面図であるが、前記保護層４０が形成された
基板上に、前記第１コンタクトホール４２及び第２コン
タクトホール４４を通して各々ドレイン電極３４及びス
トレージ電極３８と連結される画素電極４６を形成する
段階である。
【００３４】前記画素電極４６をなす物質としてＩＴＯ
(Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ)またはＩＺＯ(Ｉ
ｎｄｉｕｍ  Ｚｉｎｃ  Ｏｘｉｄｅ)が主に利用され
る。
【００３５】前記第２コンタクトホール４４は、前記画
素電極４６とストレージ電極３８を連結させて、前記画
素電極４６によってストレージ電極３８が電極としての
役割をして、共通配線２４と共に保存蓄電器Ｃ

ＳＴ
を形

成する。
【００３６】すなわち、前記画素電極４６と連結される
ストレージ電極３８をさらに形成すると、このストレー
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ジ電極３８と共通配線２４間の距離が狭まって、既存の
単一キャパシタ電極より保存蓄電容量を増やすことがで
きる。
【００３７】しかし、前記画素領域で不透明金属物質で
なされたストレージ電極３８が占める領域Ａは開口率を
落とす領域になる。
【００３８】すなわち、このような保存蓄電器Ｃ

ＳＴ
構

造を有する液晶表示装置用アレー基板では開口率と保存
静電容量を同時に向上させることはむずかしい。
【００３９】
【発明が解決しようとする課題】前記問題点を解決する
ために、本発明では従来のものより保存静電容量を減少
させず、開口率を向上させることができる高画質、高精
度液晶表示装置用アレー基板を提供することを目的にす
る。
【００４０】すなわち、本発明では従来のものより開口
率を向上させながら保存蓄電器の電極体間距離を狭める
ことができるアレー工程を提案して、従来のＩＯＰ(Ｉ
ＴＯｏｎ  ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ)構造に比べて保存
静電容量を落とさずに、開口率を増やすことができるよ
うにするものである。
【００４１】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本発明の１つの態様によれば、基板と；前記基板上
部の第１方向に形成されたゲート配線と；前記ゲート配
線と平行に一定間隔をおいて離隔されて配置され、前記
ゲート配線と同一物質で形成された共通配線と；前記ゲ
ート配線及び共通配線の上に形成されたゲート絶縁膜
と；前記ゲート絶縁膜上に形成された半導体層と；前記
半導体層とオーバーラップされて形成されたドレイン電
極を含むと共に透明導電性物質で形成された画素電極
と；前記ドレイン電極と離隔されて配置されると共に透
明導電性物質でなされたソース電極と；前記ソース電極
を露出させる第１コンタクトホールと前記画素電極を露
出させる開口部とを有すると共に前記画素電極及びソー
ス電極の上に形成された保護層と；前記第１コンタクト
ホールを通して前記ソース電極と接続され、前記ゲート
配線と交差する第２方向に形成されたデータ配線を含む
液晶表示装置用アレー基板を提供する。
【００４２】本発明の他の態様によれば、基板と；前記
基板上に形成された共通電極と；前記基板上の第１の方
向に形成されたゲート配線と；前記ゲート配線と平行に
一定間隔をおいて離隔されて配置されると共に、前記ゲ
ート配線と同一物質でなされて、前記共通電極と隣接し
て配置される共通配線と；前記ゲート配線及び共通配線
上に形成されたゲート絶縁膜と；前記ゲート絶縁膜上に
形成された半導体層と；前記半導体層上に透明導電性物
質で形成されると共に、前記半導体層とオーバーラップ
して形成されたドレイン電極を含む画素電極と；前記ド
レイン電極と離隔されて配置されると共に透明導電性物
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質で形成されたソース電極と；前記ソース電極を露出さ
せる第１コンタクトホールと前記画素電極を露出させる
開口部とを有する保護層と；前記第１コンタクトホール
を通して前記ソース電極と接続されると共に、前記ゲー
ト配線と交差する第２の方向に形成されたデータ配線を
含む液晶表示装置用アレー基板を提供する。
【００４３】本発明のさらなる態様によれば、基板と；
前記基板上の第１の方向に形成されると共にストレージ
電極を含むゲート配線と；前記ゲート配線上に形成され
たゲート絶縁膜と；前記ゲート絶縁膜上に形成された半
導体層と；前記ゲート配線とオーバーラップして配置さ
れると共に、前記半導体層とオーバーラップされて形成
されたドレイン電極を含んで透明導電性物質で形成され
た画素電極と；前記ドレイン電極と離隔されて配置され
ると共に透明導電性物質で形成されたソース電極と；前
記ソース電極を露出させる第１コンタクトホールと前記
画素電極を露出させる開口部とを有する保護層と；前記
第１コンタクトホールを通して前記ソース電極と接続さ
れ、前記ゲート配線と交差する第２の方向に形成された
データ配線を含む液晶表示装置用アレー基板を提供す
る。
【００４４】本発明のさらなる態様によれば、基板上の
ストレージ電極を含むゲート配線と、前記ゲート配線に
平行に前記ゲート配線から一定間隔をおいて離隔された
共通配線とを第１の方向に形成する段階と；前記ゲート
配線及び共通配線上にゲート絶縁膜を形成する段階と；
前記ゲート絶縁膜上に半導体層を形成する段階と；前記
半導体層とオーバーラップするドレイン電極を含むと共
に透明導電性物質で形成された画素電極と、前記ドレイ
ン電極と離隔されて配置されると共に透明導電性物質で
形成されたソース電極を形成する段階と；前記ソース電
極を露出させる第１コンタクトホールと前記画素電極を
露出させる開口部とを有する保護層を形成する段階と；
前記第１コンタクトホールを通して前記ソース電極と接
続されると共に、前記ゲート配線と交差するデータ配線
を第２の方向に形成する段階とを含む液晶表示装置用ア
レー基板の製造方法を提供する。
【００４５】本発明のさらなる態様によれば、基板上に
共通電極を形成する段階と；前記基板上にゲート配線と
前記ゲート配線と平行に一定間隔をおいて離隔されて配
置されると共に、前記共通電極と隣接して配置される共
通配線を第１の方向に形成する段階と；前記ゲート配線
及び共通配線上にゲート絶縁膜を形成する段階と；前記
ゲート絶縁膜上に半導体層を形成する段階と；前記半導
体層とオーバーラップするドレイン電極を含むと共に透
明導電性物質からなる画素電極と、前記ドレイン電極と
離隔されて配置されると共に透明導電性物質からなるソ
ース電極とを形成する段階と；前記ソース電極を露出さ
せる第１コンタクトホールと前記画素電極を露出させる
開口部とを有する保護層を形成する段階と；前記第１コ
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ンタクトホールを通して前記ソース電極と接続されると
共に、前記ゲート配線と交差する第２の方向に形成され
たデータ配線を形成する段階とを含む液晶表示装置用ア
レー基板の製造方法を提供する。
【００４６】本発明のさらなる態様によれば、基板上の
第１の方向に形成されてストレージ電極を含むゲート配
線を形成する段階と；前記ゲート配線上にゲート絶縁膜
を形成する段階と；前記ゲート絶縁膜上に半導体層を形
成する段階と；前記半導体層とオーバーラップするドレ
イン電極を含むと共に透明導電性物質からなる画素電極
と、前記ドレイン電極と離隔されて配置されると共に透
明導電性物質からなるソース電極を形成する段階と；前
記ソース電極を露出させる第１コンタクトホールと前記
画素電極を露出させる開口部とを有する保護層を形成す
る段階と；前記第１コンタクトホールを通して前記ソー
ス電極と接続されると共に、前記ゲート配線と交差する
第２の方向にデータ配線を形成する段階とを含む液晶表
示装置用アレー基板の製造方法を提供する。
【００４７】
【発明の実施の形態】以下、本発明による望ましい実施
例を図面を参照して説明する。本発明の液晶表示装置用
アレーは、アレー製造工程中のソース及びドレイン電極
形成工程で透明導電性物質を利用してソース及びドレイ
ン電極と画素電極を形成して、保護層形成工程後にデー
タ配線を形成することによって、既存より保存蓄電器の
電極体間の距離を狭めることを共通的な特徴とする。
【００４８】<第１実施例>第１実施例では、上述したよ
うに従来のものより画素電極と単一キャパシタ電極間の
距離を狭めることによって、第２のキャパシタ電極を省
略した液晶表示装置用アレー基板及びその製造方法に関
する。
【００４９】図１３は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板の概略的な平面図である。
【００５０】図示したように、ゲート電極１０２を含む
ゲート配線１０６が第１の方向に形成されていて、前記
ゲート配線１０６と平行な方向に一定間隔をおいて離隔
されて、前記ゲート配線１０６と同一物質からなる共通
配線１０４が形成され、前記ゲート電極１０２を覆う位
置に半導体層１１０が形成され、前記半導体層１１０と
オーバーラップされ、相互に一定間隔をおいて離隔され
たソース電極１１２とドレイン電極１１４が形成されて
いて、前記ドレイン電極１１４と接続されると共に、前
記ドレイン電極１１４と同一物質からなる画素電極１１
６が形成されている。
【００５１】そして、前記ゲート配線１０６及び共通配
線１０４と交差する第２の方向にはデータ配線１３４が
形成されていて、このデータ配線１３４は前記データ配
線１３４上に位置する第１コンタクトホール１２４によ
って、前記ソース電極１１２と接続されている。
【００５２】前記ゲート配線１０６とデータ配線１３４
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が交差する領域は、画素領域として定義されるが、この
画素領域と対応する面積を有し、前記画素電極１１６を
露出させる開口部１３２が形成されている。
【００５３】前記開口部１３２及び第１コンタクトホー
ル１２４は、図示しなかった保護層に含まれる。
【００５４】前記開口部１３２は、画素電極１１６で生
成する電界の強さが弱まることを防止するために、前記
画素領域上の保護層を除去した領域である。
【００５５】そして、前記ソース電極１１２とドレイン
電極１１４と画素電極１１６は、透明導電性物質で形成
されるが、前記透明導電性物質としてはＩＴＯ、ＩＺ
Ｏ、ＩＴＺＯ(Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｚｉｎｃ  Ｏｘ
ｉｄｅ)を挙げることができ、このうち、外部回路との
接触特性が優れたＩＴＯで形成することが最も望まし
い。
【００５６】しかし、前記透明導電性物質は、一般的な
ゲート配線及びデータ配線を形成する物質より抵抗率値
が大きいので、前記半導体層１１０を構成することにお
いて、前記半導体層１１０とソース電極１１２とドレイ
ン電極１１４との間に透明導電性物質と半導体物質間の
接触抵抗を緩和させることができるチタン(Ｔｉ)または
クロム(Ｃｒ)中いずれか一つの物質を緩衝層で含むこと
を特徴とする。
【００５７】そして、前記画素電極１１６は、開口率向
上目的で、前段のゲート配線１０６と一定面積オーバー
ラップされて構成される。
【００５８】すなわち、前記第１実施例による液晶表示
装置用アレー基板が有する保存蓄電器Ｃ

１
は、共通配線

１０４と画素電極１１６間にオーバーラップされる網目
紋が表示された領域であって、本発明では画素電極１１
６の形成工程を保護層形成工程前に実行することによっ
て、画素電極１１６と共通配線１０４間の距離を狭める
ことが可能であり、別途のストレージ電極の形成をせず
に既存水準の保存静電容量を確保しながら、従来に比べ
て開口率も向上させることができる効果を有する。
【００５９】そして、本発明では前記ゲート電極１０
２、半導体層１１０、ソース電極１１２、ドレイン電極
１１４からなる薄膜トランジスタＴＴを構成することに
おいて、従来の薄膜トランジスタＴと比較した場合に、
前記半導体層１１０の上部層に別途の緩衝層を形成する
点と、前記ソース電極１１２とドレイン電極１１４とを
透明導電性物質で形成する点と、前記ドレイン電極１１
４を画素電極１１６から延長形成するという点と、前記
ソース電極１１２をデータ配線１３４と別途の第１コン
タクトホール１２４を通して接続するという点で異な
る。
【００６０】以下、前記実施例１による液晶表示装置用
アレー基板の製造工程について説明する。
【００６１】図１４ないし２３は、本発明の第１実施例
による液晶表示装置用アレー基板を製造段階別に示した
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平面図及び断面図である。
【００６２】図１４は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図１５は本発明の第１実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、透明基板１００上の第１方向にゲート電極１０
２を含むゲート配線１０６を、前記ゲート配線１０６と
平行な方向に一定間隔をおいて離隔される共通配線１０
４を形成する段階を示す。
【００６３】前記ゲート配線１０６及び共通配線１０４
は、下部層をアルミニウムネオジム(ＡｌＮｄ)で形成
し、その上部層をモリブデン(Ｍｏ)のように化学的耐蝕
性が強い金属で形成された二重層で形成することが望ま
しい。
【００６４】図１６は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図１７は本発明の第１実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記ゲート配線１０６及び共通配線１０４が形
成された基板上にゲート絶縁膜１０８及び別途の緩衝層
１１０ｃを有する半導体層１１０を形成する段階を示
す。
【００６５】前記製造段階に対する最も望ましい工程例
としては、前記ゲート配線１０６及び共通配線１０４が
形成された基板上にシリコン窒化膜(ＳｉＮｘ)を蒸着し
てゲート絶縁膜１０８を形成して、連続的に非晶質シリ
コン(ａ－Ｓｉ)、不純物非晶質シリコン(ｎ＋  ａ－Ｓ
ｉ)をＰＥＣＶＤ(Ｐｌａｓｍａ  Ｅｎhａｎｃｅｄ  Ｃh
ｅｍｉｃａｌ  Ｖａｐｏｒ  Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)を
利用して蒸着した後、前記不純物非晶質シリコン上にチ
タン(Ｔｉ)またはクロム(Ｃｒ)中いずれか一つの金属物
質をスパッタリング(ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ)蒸着を利用
して蒸着した後、前記非晶質シリコン、不純物非晶質シ
リコン、金属物質をパターニング(ｐａｔｔｅｒｎｉｎ
ｇ)して各々アクティブ層１１０ａ、オーミックコンタ
クト層１１０ｂ、緩衝層１１０ｃを形成する。
【００６６】前記緩衝層１１０ｃは、追って前記半導体
層１１０上に形成される透明導電性物質と前記半導体層
１１０との間の接触抵抗を緩衝させるために形成するも
のである。
【００６７】図１８は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図１９は本発明の第１実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記緩衝層１１０ｃを含む半導体層１１０が形
成された基板上に、透明導電性物質を利用してドレイン
電極１１４を含む画素電極１１６と前記ドレイン電極１
１４に対して一定間隔をおいて離隔されて配置されるソ
ース電極１１２とを形成する段階を示す。
【００６８】この段階では前記画素電極１１６の一部領



(9) 特開２００３－４３５１３

10

20

30

40

50

15
域を延ばしてドレイン電極１１４を形成することを特徴
とする。
【００６９】前記ソース電極１１２は、後続工程でデー
タ配線と接続される。前記ソース電極１１２とドレイン
電極１１４と画素電極１１６を構成する物質は、透明導
電性物質中ＩＴＯですることが最も望ましい。
【００７０】前記断面図に示したように、前記透明導電
性物質はドレイン電極１１４と画素電極１１６が連続で
つながって形成されていて、前段のゲート配線１０６と
一定間隔オーバーラップされるように形成する。
【００７１】前記前段ゲート配線１０６とオーバーラッ
プされて形成される蓄電器は、保存蓄電器としての目的
よりむしろ開口率向上の目的を有する。
【００７２】この段階では、ソース電極１１２とドレイ
ン電極１１４と画素電極１１６を形成した後、前記ソー
ス電極１１２とドレイン電極１１４との間の区間に緩衝
層１１０ｃとオーミックコンタクト層１１０ｂとを、前
記ソース電極１１２とドレイン電極１１４と画素電極１
１６のパターニング工程に伴うエッチング工程で除去し
てその下部層をなすアクティブ層１１０ａを露出してチ
ャネルＣＨを形成する段階をさらに含む。
【００７３】前記エッチング工程は、乾式エッチング
(ｄｒｙｅｔｃhｉｎｇ)方式ですることが望ましい。
【００７４】図２０は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図２１は本発明の第１実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記ソース電極１１２とドレイン電極１１４と
画素電極１１６が形成された基板上に、前記ソース電極
１１２を一部露出させる第１コンタクトホール１２４及
び前記画素電極１１６と対応する面積を有し、前記画素
電極１１６を露出させる開口部１３２を有する保護層１
２２を形成する段階を示す。
【００７５】前記断面図を通して見る時、前記開口部１
３２は、画素電極１１６上に形成された保護層１２２を
除去して形成したものであって、前記画素電極１１６が
電圧印加時に電界を形成して、この電界によって液晶が
配列されるようになるので、前記画素電極１１６上に位
置する保護層１２２を除去することによって、前記開口
部１３２は、画素電極１１６によって生成する電界の強
さが弱まることを防止する。
【００７６】本発明で、前記画素電極１１６を保護層１
２２を形成する前の工程で形成する理由は、上述したよ
うに蓄電器の容量は二電極体間の距離と比例関係である
ために、画素電極１１６と共通配線１０４との間の間隔
を狭めるためである。
【００７７】すなわち、従来のアレー工程では保護層形
成工程の次に画素電極工程が進められるので、画素電極
と共通配線間にはゲート絶縁膜と保護層で構成された二
重層の絶縁層が介在されて、前記電極体間の距離を狭め
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るための方法として、データ配線物質でなされたストレ
ージ電極を形成する方法が利用されることによって、こ
のような構造による開口率低下を甘受しなければならな
かった。
【００７８】しかし、前記本発明による第１実施例では
画素電極１１６の形成工程を保護層１２２の形成工程よ
り先行して進めるので、別途のストレージ電極を形成し
なくても既存のような水準の保存静電容量を確保すると
同時に、開口率まで向上させることができる効果を有す
る。
【００７９】前記保護層１２２は、絶縁物質でなされ、
望ましくは段差特性が優秀なアクリル樹脂(ａｃｒｙｌ
ａｔｅ  ｒｅｓｉｎ)で形成する。
【００８０】図２２は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図２３は本発明の第１実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記保護層１２２が形成された基板上の、前記
ゲート配線１０６及び共通配線１０４と交差する第２の
方向に、前記第１コンタクトホール１２４を通してソー
ス電極１１２と接続されるデータ配線１３４を形成する
段階を示す。
【００８１】前記データ配線１３４は、化学的耐蝕性が
強くて、機械的な強度が高いモリブデン(Ｍｏ)、ニッケ
ル(Ｎｉ)、クロム(Ｃｒ)、タングステン(Ｗ)中いずれか
一つの金属で形成することが望ましい。
【００８２】前記断面図で示したように、本発明では別
途のストレージ電極の構成なしに、ゲート絶縁膜１０８
でなされた単一層を絶縁体として、共通配線１０４と画
素電極１１６を二電極体として保存蓄電器を構成するこ
とによって、従来のものの保存静電容量水準を維持しな
がらも、保存蓄電器Ｃ

１
形成領域を減らすことができ

て、従来より開口率を向上させることができる。
【００８３】そして、前記液晶表示装置用アレー基板を
外部回路と接続するために、前記ゲート配線及びデータ
配線の端に各々ゲート及びデータパッドを構成する。
【００８４】以下、記述される内容は前記図１４ないし
２３による製造段階に示されるゲート及びデータパッド
部構造に対する説明である。
【００８５】図２４ないし２７は、前記第１実施例によ
るゲート及びデータパッドの平面図及び断面図である。
【００８６】図２４は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板のゲートパッドの概略的な平面図
であって、図２５は本発明の第１実施例による液晶表示
装置用アレー基板のゲートパッドの概略的な断面図であ
るが、ゲート配線１０６の端部に一定間隔をおいて離隔
されてゲートパッド１１８が形成されていて、このゲー
ト配線１０６及びゲートパッド１１８はゲートリンク部
１３６によって相互連結されている。
【００８７】前記ゲートリンク部１３６とゲート配線１
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０６及びゲートリンク部１３６とゲートパッド１１８は
各々第２コンタクトホール１２６及び第３コンタクトホ
ール１２８を通して接続される。
【００８８】前記第３コンタクトホール１２８は、その
左側はゲート配線１０６とゲートパッド１１８を接続し
て、右側は前記ゲートパッド１２０と外部回路を接続す
る役割をする。
【００８９】前記ゲートパッド１１８は、前記図１８の
画素電極形成工程で透明導電性物質で形成されることを
特徴とし、前記ゲートリンク部１３６はデータ配線形成
工程でデータ配線(図示せず)と同一物質で形成されるこ
とを特徴とする。
【００９０】前記ゲートパッド１１８を前記画素電極形
成工程で形成する理由は、画素電極(図１８の１１６)を
形成する透明導電性物質は一般的に外部回路との接続の
ためのパッド電極で利用されているため、別途のパッド
電極を構成せずに前記ゲートパッド１１８を通して直ち
に外部回路と接続するためである。
【００９１】前記断面図は、前記ゲートリンク部１３６
と接続されたゲートパッド１１８部の断面構造に係り、
透明基板１００上にはゲート絶縁膜１０８、ゲートパッ
ド１１８、保護層１２２、ゲートリンク部１３６が順序
どおり積層されるが、前記保護層１２２には前記ゲート
パッド１１８を一部露出させる第３コンタクトホール１
２８が形成されていて、前記第３コンタクトホール１２
８を通して前記ゲートリンク部１３６はゲートパッド１
１８と接続されている。
【００９２】この際、前記ゲート配線１０６とゲートパ
ッド１１８の安定した接続のために、前記ゲートリンク
部１３６の幅はゲートパッド１１８幅より一定の幅だけ
広く形成することが望ましい。
【００９３】図２６は、本発明の第１実施例による液晶
表示装置用アレー基板のデータパッドの概略的な平面図
であって、図２７は本発明の第１実施例による液晶表示
装置用アレー基板のデータパッドの概略的な断面図であ
るが、データ配線１３４が形成されていて、このデータ
配線１３４の端部と一定間隔オーバーラップされてデー
タパッド１２０が形成されている。
【００９４】前記データパッド１２０は、前記図２４の
ゲートパッド１１８と同一の工程で同一物質で形成され
ることを特徴とする。
【００９５】すなわち、前記データパッド１２０は、画
素電極１１６の形成工程で形成されるので、前記データ
パッド１２０を形成した後に、前記データパッド１２０
と連結されてデータ配線１３４を形成する。
【００９６】前記データパッド１２０の部分において
は、データ配線１３４とデータパッド１２０との間の安
定した接続のために、前記データパッド１２０とオーバ
ーラップするデータ配線１３４の端部を前記データパッ
ド１２０と一定の面積だけ重複するように形成すること
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が望ましい。
【００９７】前記データ配線１３４とデータパッド１２
０は前記第４コンタクトホール１３０を通して接続さ
れ、前記第４コンタクトホール１３０は、前記データ配
線１３４とデータパッド１２０との間の接続だけでな
く、前記データパッド１２０と外部回路とを接続させ
る。
【００９８】前記断面図では、透明基板１００上にゲー
ト絶縁膜１０８、データパッド１２０、保護層１２２、
データ配線１３４が順序どおり積層されているが、前記
保護層１２２にはデータ配線１３４とデータパッド１２
０を連結させるデータパッドコンタクトホール１３０が
形成されている。
【００９９】このように、本発明によるゲート及びデー
タパッド部構造は、画素電極工程を保護層形成工程前に
行うことによって、工程数の増加なしに各パッド部の積
層構造を単純化させることができる長所を有する。
【０１００】以下、前記第１実施例と保存蓄電器を異な
るように構成する他の実施例について説明する。
【０１０１】<第２実施例>図２８は、本発明の第２実施
例による液晶表示装置用アレー基板の概略的な平面図で
ある。
【０１０２】図示したように、前記第２実施例による保
存蓄電器Ｃ

２
は、画素領域内に位置し、透明導電性物質

でなされた共通電極２０２と、この共通電極２０２と接
続され、ゲート配線２０８と平行な方向に一定間隔をお
いて離隔されて形成された共通配線２０６と、この共通
配線２０６から絶縁体によって絶縁されて、前段ゲート
配線２０８と一定面積オーバーラップすると共に、前記
共通電極２０２を含む画素領域に形成されて、透明導電
性物質からなる画素電極２１８によって構成される。
【０１０３】そして、前記画素電極２１８と対応する領
域には前記画素電極２１８を露出させる開口部２２４が
形成されている。
【０１０４】前記共通配線２０６は、図示していない上
部基板の共通電極を通して電圧を印加される方式で駆動
されて、この共通配線２０６と接続されるように形成さ
れた共通電極２０２に電圧を印加する。
【０１０５】すなわち、第２実施例では透明導電性物質
からなる共通電極２０２を構成することによって、開口
率を落とさずに、保存静電容量を大幅に増加させること
ができる効果を有する。
【０１０６】図面に提示しなかったが、前記共通配線２
０６と画素電極２１８間に介在された絶縁体はゲート絶
縁膜であり、前記開口部２２４は保護層に含まれる。
【０１０７】また、前記第２実施例による薄膜トランジ
スタ、ゲート及びデータ配線、ゲート及びデータパッド
の構造は前記第１実施例と同一に構成することができ
る。
【０１０８】以下、前記第２実施例の製造工程に対して
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説明する。図２９ないし図３６は、本発明の第２実施例
による液晶表示装置用アレー基板の製造工程を示した概
略的な図面である。
【０１０９】図２９は、本発明の第２実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図３０は本発明の第２実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、透明基板１００上の画素領域Ｐに透明導電性物
質を利用して、一定面積を有する共通電極２０２を形成
する段階を示す。
【０１１０】前記透明導電性物質はＩＴＯを使用するこ
とが最も望ましい。従来は開口率を考慮して共通配線の
面積を開口率を大きく落とさない範囲で形成したが、前
記第２実施例では透明導電性物質で共通電極２０２を形
成することによって、前記第１実施例で有する開口率と
同一の水準の開口率を維持し、保存静電容量をさらに増
やすことができることを特徴とする。
【０１１１】図３１は、本発明の第２実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図３２は本発明の第２実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記共通電極２０２が形成された基板上の第１
の方向にゲート電極２０４を含むゲート配線２０８及び
前記ゲート配線２０８と平行な方向に一定間隔をおいて
離隔され、前記共通電極２０２とオーバーラップする共
通配線２０６を形成する段階を示す。
【０１１２】この際、断面図と同じく、前記共通配線２
０６を前記共通電極２０２と接続されるように構成する
ことを特徴とする。
【０１１３】この共通配線２０６は、共通方式で駆動さ
れて、この共通配線２０６と接続された共通電極２０２
に電圧を印加する。
【０１１４】図３３は、本発明の第２実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図３４は本発明の第２実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記ゲート配線２０８及び共通配線２０６が形
成された基板上にゲート絶縁膜２１０を形成して、この
ゲート絶縁膜２１０上のゲート電極２０４と対応する位
置にチタン、ニッケルのいずれか一つの金属物質を上部
層に含む半導体層２１２を形成して、前記半導体層２１
２が形成された基板上に透明導電性物質を利用して前記
半導体層２１２とオーバーラップして、相互に一定間隔
をおいて離隔されたソース電極２１４とドレイン電極２
１６とを形成して、このドレイン電極２１６と接続され
た画素電極２１８を形成する段階を示す。
【０１１５】前記断面図では、前記ゲート絶縁膜２１０
及び半導体層２１２が形成された基板上に配置された透
明導電性物質からなるソース電極２１４とドレイン電極
２１６とを画素電極２１８の断面構造と連結させて図示
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した。
【０１１６】前記段階でのゲート絶縁膜２１０、半導体
層２１２、チャネルＣＨの形成工程は前記第１実施例に
よる該工程と同一に適用することができる。
【０１１７】図３５は、本発明の第２実施例による液晶
表示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な平面
図であって、図３６は本発明の第２実施例による液晶表
示装置用アレー基板の製造工程を示した概略的な断面図
であり、前記ソース電極２１４とドレイン電極２１６と
画素電極２１８が形成された基板上に第１コンタクトホ
ール２２２及び開口部２２４を有する保護層２２０を形
成して、前記第１コンタクトホール２２２を通してソー
ス電極２１４と接続されると共に、前記ゲート配線２０
８及び共通配線２０６と交差する第２の方向に延在する
データ配線２２６を形成する段階を示す。
【０１１８】前記第２実施例では透明導電性物質を使用
して共通電極２０２を形成することにより従来のものよ
り画素領域に相当な面積を有するように形成して、この
ような共通電極２０２に電圧を印加することができる共
通配線２０６を構成することによって、前記平面図で網
目紋で示した領域のように大容量の保存蓄電器Ｃ

２
を有

することが可能であり、断面図に示したように、共通電
極２０２は透明導電性物質で形成されるために、保存蓄
電器Ｃ

２
形成領域中の共通配線２０６の形成領域Ｉのみ

が開口率減少領域になるので、結果として、前記第２実
施例では共通電極２０２に対する別途の工程が要求され
るが、従来のものより大容量の保存静電容量を確保しな
がらも開口率を向上させることができる長所を有する。
【０１１９】一方、図面に提示しないが、前記第２実施
例によるゲート及びデータパッドは前記第１実施例と同
一な構造にすることができる。
【０１２０】以下、本発明による第３実施例では前記第
１、２実施例のように保護層を画素電極上部に形成する
工程を適用しながら、保存蓄電器を前段ゲート方式で構
成する実施例に関する。
【０１２１】<第３実施例>図３７は、本発明の第３実施
例による液晶表示装置用アレー基板の概略的な平面図で
あって、前記第１、２実施例と重複される説明は省略し
て、保存蓄電器構造を中心に説明する。
【０１２２】図示したように、第１方向にゲート電極３
０２及びこのゲート電極３０２と他の辺から延長形成さ
れたストレージ電極３０４と、このストレージ電極３０
４を覆いながら画素領域上に形成された画素電極３１６
と、この画素電極３１６に接続されて形成されたドレイ
ン電極３１４と、このドレイン電極３１４と一定間隔を
おいて離隔されて形成されたソース電極３１２と、この
ソース電極３１２と第１コンタクトホール３２０に接続
されたデータ配線３２４が形成されている。
【０１２３】前記画素電極３１６と対応する領域には画
素電極３１６を露出させる開口部３２２が形成されてい
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て、この開口部３２２は画素電極３１６の上部に形成さ
れた図示されていない保護層に形成されたものである。
【０１２４】図面に提示しなかったが、前記ストレージ
電極３０４と画素電極３１６間にはゲート絶縁膜が介在
されて前記網目紋で示した領域は、保存蓄電器Ｃ

３
をな

す。
【０１２５】前記第３実施例では、前段ゲート方式で保
存蓄電器を構成するために、上述したように共通方式保
存蓄電器構造より開口率の点で有利であり、画素電極上
に保護層を形成する構造によって、ストレージ電極と画
素電極間の絶縁体をゲート絶縁膜単一層で構成するため
に、従来の前段ゲート方式より保存静電容量を向上させ
ることができる長所を有する。
【０１２６】図３８は、前記図３７の切断線“ＩＩＩＸ
ＶＩＩＩ－ＩＩＩＸＶＩＩＩ”によって切断された断面
図であって、製造工程を示す図である。
【０１２７】図示したように、前記第３実施例によるス
トレージ電極３０４は、前段ゲート方式を取る場合に
は、画素領域Ｐ側に一定方向延長形成されることを特徴
として、前記ストレージ電極３０４とオーバーラップし
ている画素電極３１６と保存蓄電器Ｃ

３
をなす。

【０１２８】そして、前記断面図を参照すると、前記第
３実施例による製造工程は、ゲート電極３０２及びスト
レージ電極３０４を含むゲート配線３０６を形成する段
階と、このゲート電極３０２とストレージ電極３０４と
を含むゲート配線３０６上にゲート絶縁膜３０８を基板
全面にかけて形成する段階と、このゲート絶縁膜３０８
が形成された基板上のゲート電極３０２と対応する位置
にチタン、ニッケル中いずれか一つの金属物質からなる
上部層を含む半導体層３１０を形成する段階と、この半
導体層３１０が形成された基板上に、透明導電性物質を
利用して前記半導体層３１０と一部オーバーラップする
ドレイン電極３１４を含む画素電極３１６とこのドレイ
ン電極３１４と一定間隔をおいて離隔されて配置される
ソース電極３１２とを形成する段階と；前記ソース電極
３１２とドレイン電極３１４との間の区間にチャネルＣ
Ｈを形成する段階と、前記ソース電極３１２及び画素電
極３１６を各々露出させる第１コンタクトホール３２０
及び開口部３２２を有する保護層３１８を形成する段階
と、前記第１コンタクトホール３２０を通してソース電
極３１２と接続されるデータ配線３２４を形成する段階
とを含む。
【０１２９】図面に提示しなかったが、前記ゲート配線
３０６とデータ配線３２４は、相互に交差する第１の方
向と第２の方向に形成され、前記ゲート配線３０６とデ
ータ配線３２４の端に形成されるゲート及びデータパッ
ド部の構造は前記第１実施例構造と同様にすることがで
きる。
【０１３０】しかし、本発明は前記実施例に限らず、本
発明の趣旨に外れない範囲で多様に変更して実施でき *
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【０１３１】
【発明の効果】このように、本発明による液晶表示装置
用アレー基板ではゲート配線形成工程で共通電極を形成
して、ソース及びドレイン電極形成工程で、透明導電性
物質を利用してソース及びドレイン電極と画素電極を形
成して、その次の工程で保護層を形成することによっ
て、共通電極と画素電極間の距離を狭めることができ
て、保存静電容量を増やすことができ、これにより別途
のストレージ電極を省略できるので、開口率を向上させ
ることができて、ストレージ電極を形成する場合には透
明導電性物質を利用して、保存静電容量を大幅に増加さ
せると共に開口率を従来のものより向上させることがで
きる。
【０１３２】また、前記製造工程を適用して、前段ゲー
ト方式でストレージ電極を構成する場合にも、共通方式
より開口率を向上させると共に、従来の前段ゲート方式
よりストレージ電極と画素電極間の距離を狭めて、保存
静電容量を向上させることができるので、本発明による
液晶表示装置用アレー基板によると、画質特性と開口率
とを共に向上させることができて製品信頼性及び収率が
向上されて、高画質、高精度製品を提供できる長所を有
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の液晶表示装置用液晶パネルを部分的に示
した概略的な断面図。
【図２】共通方式の保存蓄積容量を有する従来の液晶表
示装置用アレー基板を部分的に示した概略的な平面図。
【図３】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な平面図。
【図４】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な断面図。
【図５】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な平面図。
【図６】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な断面図。
【図７】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な平面図。
【図８】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な断面図。
【図９】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程を
示した概略的な平面図。
【図１０】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程
を示した概略的な断面図。
【図１１】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程
を示した概略的な平面図。
【図１２】従来の液晶表示装置用アレー基板の製造工程
を示した概略的な断面図。
【図１３】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の概略的な平面図。
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【図１４】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図１５】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図１６】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図１７】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図１８】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図１９】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図２０】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図２１】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図２２】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図２３】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図２４】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板のゲートパッドの概略的な平面図。
【図２５】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板のゲートパッドの概略的な断面図。
【図２６】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板のデータパッドの概略的な平面図。
【図２７】本発明の第１実施例による液晶表示装置用ア
レー基板のデータパッドの概略的な断面図。
【図２８】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の概略的な平面図。
【図２９】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア*
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*レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図３０】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図３１】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図３２】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図３３】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図３４】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図３５】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な平面図。
【図３６】本発明の第２実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の製造工程を示した概略的な断面図。
【図３７】本発明の第３実施例による液晶表示装置用ア
レー基板の概略的な平面図。
【図３８】前記図３７の切断線“ＩＩＩＸＶＩＩＩ－Ｉ
ＩＩＸＶＩＩＩ”によって切断された断面図。
【符号の説明】
１０２：ゲート電極
１０４：共通配線
１０６：ゲート配線
１１０：半導体層
１１２：ソース電極
１１４：ドレイン電極
１１６：画素電極
１２４：第１コンタクトホール
１３２：開口部
１３４：データ配線
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